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１．概要（Summary） 

MEMS 開発品において、Cu(銅)薄膜は主要部位を担

い、成膜条件の確立が必要である。今回、成膜条件検討

の一環で、FIBによる薄膜の断面出しと観察を実施した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

①集束イオンビーム加工観察装置(FIB) 

②イオンコーター(FIB付帯) 

 

【実験方法】 

Cu薄膜サンプルの層構造をFig. 1に示す。シリコン基

板に酸化物層、密着層を積層したのち、Cu を 500 

nm(狙い値)の厚みで成膜した。 

成膜したCu薄膜サンプルに対し、FIB加工・観察を実

施するため、帯電防止膜としてプラチナをコート(装置：イ

オンコーター(FIB 付帯))した。FIB 加工(装置：集束イオ

ンビーム加工観察装置)では、深さ 3.0 μm程度まで加工

することでサンプルの断面出しを行った。断面観察には

走査イオン顕微鏡(SIM)を使用した。尚、断面観察はサ

ンプルチップ内の任意の 3点実施した。 

 

Fig. 1 Illustration of sample structure. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Cu薄膜サンプル断面 SIM像を Fig. 2に示す。Cu表

面に顕著な凹凸は無く、均一に成膜できたことが分かる。

また、Cu膜厚は、500 nm狙いに対し、約 750 nm となっ

た。今後の膜厚制御の参考としたい。 

 

Fig. 2 SIM images of the cross section of Cu layer. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

本課題を進めるにあたり、ご協力頂いた下記組織の関

係各位に感謝申し上げます。 

・産業技術総合研究所 集積マイクロシステム研究センタ

ー MEMSプロトタイプ研究チーム 

・同 TIA 推進センター 共用施設運営ユニットスーパーク

リーンルームステーション 
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